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Presentacion

Propésito

Proporcionar al estudiante las herramientas tedricas a nivel de investigacion de posgrado
para el tema de silicio poroso y caracterizacion junto con la aplicacion

Objetivo

Dominar los conocimientos necesarios sobre nanoestructuras de silicio poroso: su
formacion, caracterizacion estructural, quimica, mecanica, eléctrica y optica.

Perfil del profesor
Doctorado en el area de tecnologia de materiales con especializacion en silicio poroso.

Competencias que contribuyen al perfil de egreso

Competencias genéricas

() Capacidad critica y autocritica

( X') Capacidad de abstraccion, analisis y sintesis

( X)) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente

( X') Capacidad para la investigacion

() Capacidad de comunicacion en un segundo idioma

() Habilidades en el uso de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion

Competencias especificas

( X ) Aplicar conocimientos y habilidades para realizar desarrollos tecnolégicos e
investigacion basica o aplicada en la frontera del conocimiento, de manera individual v. -
colaborativa con base en los seminarios, temas selectos e investic: 1cron i i . f"é =

() Resolver problemas especificos en las areas de ingerss -ﬂauym

mediante un proyecto de investigacion. .,-.gi A '“*"ﬁ'“r'i \_.;
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1. Repaso de Conceptos basicos
de silicio como semiconductor

2. Fabricacion y Procesamiento

2.1. Mecanismos para la formacion de Silicio Poroso
2.2. Formacion de Silicio Poroso por medio de
Anodizacién

2.3. Formacion de Silicio Poroso por medio de
Grabado por Mancha (Stain Etching)

2.4. Estructura de Silicio Poroso con Multicapas
2.5. Secado de Silicio Poroso

2.6. Almacenamiento de Silicio Poroso

2.7. Encapsulamiento de Silicio Poroso

2.8. Modificaciones Superficiales de Silicio Poroso
2.9. Formaciones Locales y Patrones de Silicio
Poroso

3. Porosidad:

3.1. Tipos de poro, Formas, Tamafios, Volumen'y
Area Superficial en Silicio Poroso
3.2. Distribucion del tamafio de poro en Silicio Poroso

4. Estructura Interna

4.1. Estructura y Cristalinidad de Silicio Poroso

4.2. Tamaiio y Distribucion de Estructuras Internas en
Silicio Poroso

4.3. Estructura y Morfologia de Silicio Poroso

4.4, Esfuerzos en Silicio Poroso

5. Propiedades Mecanicas y
Térmicas

5.1. Propiedades Elasticas de Silicio Poroso
5.2. Microdureza de Silicio Poroso
5.3. Conductividad Térmica de Silicio Poroso

6. Composicién Quimica

6.1. Composicién Quimica de Muestras “Nuevas” de
Silicio Poroso

6.2. Composicién Quimica de Muestras “Afiejadas” de
Silicio Poroso

6.3. Composicion Quimica de Muestras
Intencionalmente Oxidadas de Silicio Poroso

7. Propiedades Eléctricas

7.1. Resistividad de Silicio Poroso

7.2. Capacidad de Portacartas en Silicio Poroso
7.3. Capacitancia de Capas de Silicio Poroso
7.4. Diodos de Silicio Poroso

8. Estructura de Bandas
Electronicas

8.1. Valores Experimentales Esperados del Ancho de
Banda de Silicio Poroso

8.2. Modelo idealizado del Si'icio Por0°o comr"
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9. Constantes Opticas de Silicio
Poroso

9.1. indice de Refraccion de Silicio Por:h,f{ _-'-"‘—--

9.2. Coeficiente de Absorcion de Silicio 2858
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9.3. Constante Dieléctrica de Silicio Poroso
9.4. Propiedades Opticas No Lineales de Silicio
Poroso
9.5. Reflexion y Dispersion de Luz en Silicio Poroso
10. Propiedades Luminiscentes 10.1. Fotoluminiscencia Visible del Silicio Poroso
10.2. Fotoluminiscencia en el Cercano Infrarrojo del
Silicio Poroso
10.3. Fotoluminiscencia en el Ultravioleta del Silicio
Poroso
10.4. Propiedades Catodoluminiscencentes del Silicio
Poroso
10.5. Luminiscencia-Quimica del Silicio Poroso
11. Defectos e Impurezas 11.1. Defectos Paramagnéticos en Silicio Poroso
11.2. Impurezas en Silicio Poroso
11.3. Trazas de Contaminacion en Silicio Poroso
12. Précticas en laboratorio de 12.1. Condicion de Bragg para espejos y
fabricacion y caracterizacion optica | microcavidades
y morfoldgica de silicio poroso: 12.2. Aplicacion de transformada de Fourier para
monocapas y multicapas calcular el espesor optico de mono y doble capa

Estrategias de ensefianza

Clases Practicas,

Resolucion de ejercicios y problemas,
Aprendizaje cooperativo,

Discusion dirigida

Bibliografia
e Porous silicon in practice preparation characterization and applications — M J. Sailor
Wiley Book Print ISBN:9783527313785
e Handbook of porous silicon 2017 Editor L.T. Canham (Springer)
e Atrticulos especificos publicados en diferentes revistas

Criterios de evaluacion

El curso se evalla de acuerdo a los siguientes conceptos:

Tareas 10%

Exposiciones 10%

Reportes de investigacion | 40% |

Examenes escritos 40% '

Asistencia Obligatoria 80 % para derszHiod ¢aiifieanion. [ 7=0 j _"»
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